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No IV SIC, em 1992, foi apresentado um trabalho descrevendo
o modelamento dos HBTs sem iluminacdo. Neste trabalho séao
descritos os principais efeitos de iluminacdo dos HBTs por
energia (continua e modulada em intensidade) na faixa
6tica, sendo apresentado um modelamento descrevendo a
resposta em freqgiéncia destes dispositivos. Considera-se
que o efeito mais relevante para o comportamento em altas
freqguéncias é a absorcdo da luz na regido de deplecéo
formada entre a base e o coletor, onde os campos sao
elevados e os tempos de trédnsito dos portadores fotogerados
sdo extremamente curtos (da ordem de picosegundos) . Séao
apresentados resultados do modelamento e sdo discutidas
alteraces (na geometria, largura de banda e niveis de
dopagem das diferentes regiCbes do transistor) necesséarias
para melhoria da eficiéncia de absorcdo éética e da resposta
em freguéncia. Os HBTs poderdo ser utilizados como
osciladores ou amplificadores em freqgiéncias de microondas
com controle 6tico ( p.ex. controle de freqiéncia,
sincronismo de osciladores ou controle de ganho de
amplificadores) ou como fotodetetores ultra-rapidos (taxa
de Gbits/seg), em modernos sistemas de comunicacges oticas,
em circuitos optoeletronicos integrados ("OEICs") .
( ITI/RHAE/CNPg ; IC/FAPERGS )

119



